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Figura 4.12. Variacion de fa curva caracterfstica potencia-tensi6n de una cefufa safar
fotovoftaica can fa irradiancia safar.

El ejecta de fa temperatura sobre la curva 1-V es significativamente diferente,
segun muestra la figura 4.13. Asf, al aumentar la temperatura la tensi6n de circuito
abierto disminuye del orden de unos pocos milivoltios por cada grado centfgrado que
aumenta la temperatura (2,3 mV/oC para el Si y entre 2 y 2,2 mV/oC en el caso de
GaAs). Ademas, como consecuencia de esta variaci6n de Vac' el factor de forma FF
tambien disminuye a medida que aumenta la temperatura, 10 que provoca, a su vez,
que la eficiencia de la celula haga 10 propio: disminuir al aumentar la temperatura (se
reduce entre el 0,4 y 0,5% por °C en las celulas de Si y alrededor de 0,3% por °C en las
de GaAs). La intensidad de corriente de cortocircuito, en cambio, permanece practica-
mente con stante (en realidad, aumenta ligeramente al hacerlo la temperatura). La
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